
2SA467@ シリコンPNPエピタキシ 7ル形トランジスタ (PCT方式〉
SILICON PNP EPIT AXIAL TRANSISTOR (PCf PROCESS， 

コ署重要ま中電力増幅用 O中電力パルス増幅用

H:g乙F了εquency:¥Iedium Power Amplifier Applications 

- :\~eè:'..: !:J Power Switching Applications. 

・電;支容量が大きL、:1c= -400mA (Max.) 

・=レク タ・エミッタ間飽和電庄が小さし、:VCE(sat)=-0.25V(Max.) 

・2SC367③ とコンプ リメンタ リになります.

• Complementary to 2SC367⑥ 

最大定格 MAX1MUM RAT1NGS (Ta=250C) 

Characteristic I Symbol I Rati時 I Unit 

=Jクタ ・ベース間電i庄 IVCBo -40 V 

u け・エミッ タ間電圧 げ CEO -30 V 

ニミ ッタ・ベース関電圧 IVEBO -5 V 

=ンクタ電流 I k -WO rnA 

エミッタ電流 I h I 400 rnA 

= :..--クタ損失 I Pc I 300 InW 

議会温度 I Tj I 125 I oC 

禾存?昆安 i Tstg -55~125 oC 

電気的特性 ELECTR1CAL CHARACTER1ST1CS (Ta=250C) 

Characteristic Symbol Condition 

通信工業用クリーン

lndustrial Applications 

Unit in m~ 

1. E¥IITTER 
2. COLLECTOR 
3. s主SE

JEDEC 

EIAJ -

TOSHIBA 2 -5B 

I Min. I Typ. I Max. I Unit 
=ンクタ しゃ断電流 I 1cBo i Vcn=-20V， lE=o I 一 一 -0.1 I μA 

ニミッタしゃ断電流 I hBO i VEB=-5V， 1c=O I -一 一 一0.5 IμA 

一一一- F N百 J一一|一五二百 玉二=-100mA 1-ヲ了一二一づ J一一一

三流電流増幅率 |主 し一一一 I IV 一一二一一
I hPE(2) I V CE=-3V， 1c=-400mA I 15 I -ー| ー

=Jクタ ・エミッタ関飽和電圧 I V CE(sat) I 1c=-100mA， 1n=-10mA I -一 一 一0.25 I V 

ベース ・エミッタ間飽和電圧 I VnE(sat) I 1c=-100mA，1B=-10mA I ー一 一 一1.0 I V 

、ランジション周波数 lh IVCE=ー 10V，h=10mA I 100 I - I 一 I MHz 

=Jクタ出力容量 I Cob I VCB=一10V，h=0， f=lMHz I ーー 10 I 15 I pF 
「一一一一一I-VCE=ヨOV一五 -10mA， 1-一一一一て 了一一一一|一一一

ベース法制抵抗 | 川 I fV~3ÕMH~ Y ， J.~- LVUU~ ， I一 川 一 |

.¥ o:e ; hFE(1)により下表のように分類し， 現品表示して

あります.

According to the value of hl'E(1) ， the 2SA 

~G ~ G is classified as folIows. 

ζ 三三討叫ion Symbol I 而i瓦~I

2二::子-;l 二一|
Max. 
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コレクタ・エミック間電庄 VCE (¥') 
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